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청

청 항 1 

(a) 재를 척하는 단계;

(b) 듐 함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;

(c) 주  함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;

(d) 상  듐 함  합물  포함하는 수 액  주  함  합물  포함하는 수 액  합하여 합 액

하는 단계; 

(e) 상  척  재   산  처리하는 단계;

(f) 상  산  처리  재  에 상  합 액  하는 단계; 

(g) 상   재를 열처리한 후 냉각하는 단계;

(h) 상  (f) 단계  (g) 단계를 3~8  복하는 단계; 

(i) 상  냉각  재를 열처리하는 단계;를 포함하는 ITO 막  에 어 ,

상  (e) 단계는 5~20  동안  사하여 산  처리하고, 

상  (g) 단계는 100~300℃에  열처리하 , 

상  (i) 단계는 150~450℃에  열처리하는 것  특징  하는 ITO 막  .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  재는 폴리 미드 필름  것  특징  하는 ITO 막  .

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

삭

청 항 6 

삭

 

 술  야

본  액공  한 연   듐-주  산 물  에 한 것 , 보다 상 하게는 폴[0001]

리 미드 필름 등  연 재 에 듐-주  수 액  도포하여 ITO 막  함 ,  간단
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하고  경  동시에  ITO  막  ,  착   도도를  향상시킬  수  는  ITO(Indium  tin

oxide: 듐 주  산 물) 막  에 한 것 다. 

특 , 수 액 체    한  하 문 를 해결하  해,   산[0002]

처리를 행하고, 수 액  낮  도  해당 체  수 액에 한 낮  해도에 한 얇  막 께  한

계  다   통해 개 하는  포함하고 다. 

 경  술

ITO 막  CVD(chemical vapor deposition), 스  착(pulsed laser deposition), 스프[0004]

열 해(spray pyrolysis), 직류-라  착(DC and RF sputtering), - (sol-gel) 등  다양한 

 수 다. 

 -   에 사 는 가 간단하고, 막  학   한 역에  어할[0005]

수  뿐 아니라, 또한 향후 크  프린 를 하  다양한 양과 크 를 가진 막  쉽게 

할 수 는  다. 

ITO 막  연 , 극, 연 ,  스플 , 평  스플 , ,  , [0006]

감지 ,  다 드 스 등에 리 사 고 나,  다 고, 고가  를 사

해야 하므 ,   상 에 많  약  고 다. 

라  쉽고 간단한  , 착 , 과도  도도가 향상  연  ITO 막  하[0007]

는 술  필 하다. 

한편 수 액  하는 경우, 매를  하는 체 액과는 달리, 물 체   [0008]

해, 연 재   개 해야 는 필  고, 또한 체 수 액  낮  도  해당 체

에 한 한  해도  해,  액 공   시, ITO 막  도도를 보하  든 문

다.

라  연 재  에 지를 크게 가시키고, 수 액   얻어지는 ITO 막  께를 [0009]

 보해야 하는 술  필 하다.

행 술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한 공개특허 10-2016-0141833   [0011]

 내

해결하 는 과

본  상  같  문  해결하  하여 안  것 , 폴리 미드 필름 등  연 재 에 [0012]

듐-주  수 액  도포하여 ITO 막  함 ,  간단하고 경  동시에 , 착

, 과도  도도를 향상시킬 수 는 ITO(Indium tin oxide: 듐 주  산 물) 막   

공하는 것   한다. 

또한 본  연 재  에 듐-주  수 액  도포하고 산  처리함  , 착 , 과[0013]

도  도도가 우수하여 연 , 연 극, 연 , 연 스플  등에  수 는 ITO 

막   공하는   다. 

아울러 ITO 막  도도 보를 해 필 한 한  막 께를 얻  한 다     다  [0014]

해 필 한  pre-annealing 도  final-annealing 도 건  공하는   다.

과  해결 수단

상  같   달 하  하여, 본 (a) 재를 척하는 단계;[0016]
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(b) 듐 함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;[0017]

(c) 주  함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;[0018]

(d) 상  듐 함  합물  포함하는 수 액  주  함  합물  포함하는 수 액  합하여 합 액[0019]

하는 단계; 

(e) 상  척  재   산  처리하는 단계;[0020]

(f) 상  산  처리  재  에 상  합 액  하는 단계; [0021]

(g) 상   재를 열처리한 후 냉각하는 단계;[0022]

(h) 상  (f) 단계  (g) 단계를 3  상 복하는 단계; [0023]

(i) 상  냉각  재를 열처리하는 단계;를 포함하는 ITO 막   공한다.[0024]

본   실시 에 어 , 상  재는 폴리 미드 필름  것  특징  한다.[0025]

본   실시 에 어 , 상  (e) 단계는 2~30  동안  사하여 산  처리하는 것  특징[0026]

한다.

본   실시 에 어 , 상  (g) 단계는 100~300℃에  열처리하는 것  특징  한다.[0027]

본   실시 에 어 , 상  (i) 단계는 150~450℃에  열처리하는 것  특징  한다.[0028]

또한 본  상   는 ITO 막  공한다.[0029]

 과

본  폴리 미드 필름 등  연 재 에 듐-주  수 액  도포하여 ITO 막  함 , [0031]

 간단하고 경  동시에 , 착 , 과도  도도를 향상시킬 수 는 ITO(Indium

tin oxide: 듐 주  산 물) 막   공할 수 다. 

또한 본  연 재  에 듐-주  수 액  도포하고 산  처리함  , 착 , 과[0032]

도  도도가 우수하여 연 , 연 극, 연 , 연 스플  등에  수 는 ITO 

막   공할 수 다. 

아울러 ITO 막  도도 보를 해 필 한 한  막 께를 얻  한 다     다  [0033]

해 필 한  pre-annealing 도  final-annealing 도 건  공할 수 다.

도  간단한 

도 1  본  ITO 막   나타낸다.  [0035]

 실시하  한 체  내

하 실시 를 탕  본  상  한다. 본 에 사  어, 실시  등  본 [0036]

보다 체  하고 통상  술  해를 돕  하여 시  것에 과할 뿐 , 본  리

 등  에 한 어 해 어 는 안 다.

본 에 사 는 술 어  과학 어는 다른 가 없다    하는 술 야에  통[0037]

상  지식  가진 가 통상  해하고 는 미를 나타낸다.

본  (a) 재를 척하는 단계;[0039]

(b) 듐 함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;[0040]

(c) 주  함  합물  포함하는 수 액  하는 단계;[0041]

(d) 상  듐 함  합물  포함하는 수 액  주  함  합물  포함하는 수 액  합하여 합 액[0042]

하는 단계; 

(e) 상  척  재   산  처리하는 단계;[0043]
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(f) 상  산  처리  재  에 상  합 액  하는 단계; [0044]

(g) 상   재를 열처리한 후 냉각하는 단계;[0045]

(h) 상  (f) 단계  (g) 단계를 3  상 복하는 단계; [0046]

(i) 상  냉각  재를 열처리하는 단계;를 포함하는 ITO 막  에 한 것 다(도 1). [0047]

상  (a) 단계는 재  에 재하는 지, ,  합물, 염물 등  거하는 단계 ,[0049]

재를 100~700℃  가열하거나 류수, 탈염수, 알 , 산  또는 염  액  재를 척할 수 

다. 

상  재는 리; ; 폴리에틸 프탈 트, 폴리에틸 나프탈 트 등  폴리에스 르, 폴리[0050]

아미드,  폴리 보 트,  폴리 미드,  폴리 틸 타크릴 트,  폴리스티  등  필름  또는  시트;  라믹;

;  산 물 등  한 없  사  수 , 폴리 미드 필름  람직하다. 

상  (b) 단계는 듐 함  합물  포함하는 수 액  하는 단계 고, 상  (c) 단계는 주  함  합물[0052]

 포함하는 수 액  하는 단계 , 상  (d) 단계는 상  듐 함  합물  포함하는 수 액  주

함  합물  포함하는 수 액  합하여 합 액  하는 단계 다. 

상  듐  함  합물 는 indium  nitrate  hydrate  등  사  수  고,  주  함  합물 는 tin(Ⅱ)[0053]

fluoride 등  사  수 다. 

액 를 해 사 는 매  류수를 사 함  취  간단하고 경   가진다.[0054]

상  합 액  필 링  수행하여 합 액 내에 포함  염물, 순물 등  거할 수 다. [0055]

상  (e) 단계는 상  척  재   산  처리하는 단계 , 상  산 는 재  에 산 물[0057]

태  능 를 도 할 수 는 라  한 없  실시할 수 다. 람직하게는  사하는 것

고, 사량  사시간  산  도에 라  가능하다. 

 산 에 해 재  에 도  수 는 능 는 하 드 실 , 르복실 , 에스 르 , 에 르[0058]

 등  다. 

상  산 에 하여 재  에  능 는 ITO  결합  향상시키고, 재  도  [0059]

 가하므 , 재  에 ITO 막  안   수 다. 

상  산 는 2~30  동안  사하는 것  람직하고, 욱 람직하게는 5~20   사하는[0060]

것  다. 산  시간  2  미만  경우 능 를 과  도 할 수 없고, 산  시간  30  과하

는 경우 재  특  하  수 다. 

또한 본  상  산  처리  재  , 아크릴 트  함  실란 커플링   아크릴산[0062]

 공 합체  가  처리할 수 다. 

상  공 합체는 재  에 도  능  결합할 수 , 를 통해 재  에 다수[0063]

르복실 를 가  도 할 수 다. 

상  아크릴 트  함  실란 커플링 는 3- 타크릴 시프 필 틸 시실란, 3- 타크릴 시[0064]

프 필트리 시실란, 3- 타크릴 시프 필 틸 에 시실란, 3- 타크릴 시프 필트리에 시실란, 3-아크릴

시프 필트리 시실란, 타크릴 시 틸트리에 시실란, 타크릴 시 틸트리 시실란 등  다. 

상  아크릴산 는 아크릴산, 타크릴산, 틸 아크릴산, 에틸 아크릴산, 틸 아크릴산, 2-에틸[0065]

헥실 아크릴산, 실아크릴산, 틸 타크릴산, 에틸 타크릴산, 틸 타크릴산, 2-에틸 헥실 타크릴산,

실 타크릴산 등  다. 

상  아크릴 트  함  실란 커플링   아크릴산  량비는 10~30:70~90  것  람직하[0066]

, 량비가 10:90 미만  재  결합  하 고, 30:70  과하  특  하 다.  

상  아크릴 트  함  실란 커플링   아크릴산  공 합체는 재 100 량 에 하여[0067]

1~10 량  것  람직하 , 공 합체  함량  1 량  미만  경우 결합  향상  미미하고, 10 량 를

과하는 경우 재  특  하 다. 
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또한 본  상  산  처리  재  에, 폴리 틸실 산  스탬핑 하여 상  재[0069]

에 량 폴리 틸실 산  가  할 수 다. 

상  재  에 폴리 틸실 산  압  없  스탬핑( )하거나 또는 1~10 압  압  가하여 [0070]

시키 , 폴리 틸실 산  에 재하는 량  폴리 틸실 산  도 차 에 한 

 통하여  재   동하게  어,  재  에  량  폴리 틸실 산    수

다. 스탬핑 후에 상  폴리 틸실 산  재  에  거 다. 

 재  에  량 폴리 틸실 산  재  결합  약할 수 는 , 상  산 에[0071]

하여 재  에 도  능 는 량 폴리 틸실 산과  결합  우수하므 , 재  에 

량 폴리 틸실 산  안   수 다. 

상  스탬핑 시간  10~100  람직하고, 욱 람직하게는 20~80  다. 스탬핑 시간  10  미만  경[0072]

우 량 폴리 틸실 산  과  할 수 없고, 스탬핑 시간  100  과하는 경우 

량 폴리 틸실 산  과도하게 어 ITO 막   하  수 다. 

상  폴리 틸실 산 에 사 는 폴리 틸실 산  수평균 량  10,000~500,000g/mol  것  람[0073]

직하고, 욱 람직하게는 50,000~200,000g/mol  것  다. 상  수 를 만 하는 경우 ITO 막  

착  극  수 다. 

또한 상  폴리 틸실 산  말단에 하 드 실  또는 리시 를 가질 수 다. 상  하 드 실  또는[0074]

리시 는 재   원 하게 하고, 량 폴리 틸실 산  재   쉽게 동할 수

도  한다. 

상  재  에 는 량 폴리 틸실 산  수평균 량  1,000~50,000g/mol  것  람직[0075]

하고, 욱 람직하게는 2,000~30,000g/mol  것  다. 상  수 를 만 하는 경우 ITO 막  착

 극  수 다. 

상  량 폴리 틸실 산  께는 크게 한 지 않지만, 1~20nm  것  람직하다. 상  수[0076]

를 만 하는 경우 ITO 막  착  극  수 다. 

또한 본  폴리 틸실 산  량  다른 2개   사 하여 상  스탬핑  2  수행할 수 다. [0077]

, 상  산  처리  재  에 폴리 틸실 산  수평균 량  50,000~100,000g/mol  폴리 틸[0078]

실 산  스탬핑 하여, 재  에 량 폴리 틸실 산  한 후, 여 에 폴리 틸실

산  수평균 량  10,000~30,000g/mol  폴리 틸실 산  다시 스탬핑 하여 재  에 

량 폴리 틸실 산  할 수 다. 

상  스탬핑  2  수행함  재  에 량 폴리 틸실 산  2  어 ITO 막  착[0079]

 극  수 다. 

또한 본  상  량 폴리 틸실 산   재   산  처리하여 수  폴리[0081]

틸실 산  할 수 다. 

상  산 는 량 폴리 틸실 산  산 물 태  능  시킬 수 는 라  한 없  실시할[0082]

수 다. 람직하게는  사하는 것  고, 사량  사시간  산  도에 라  가능하

다. 

 량 폴리 틸실 산  산 에 한 사슬 내(intra-chain)  통하여 하 드 실 , 르복실[0083]

, 에스 르 , 에 르  등  수 를 포함할 수 다. 

, 재  에 도  량 폴리 틸실 산  산 에 해 수  량 폴리 틸실 산[0084]

 개질 어, ITO 막  , 착   도도가 향상  수 다. 

상  수  폴리 틸실 산   재  에 ITO 액  하여 ITO 막  하는 , [0085]

상  산 에 하여 도  수 는 ITO  결합  우수하므 , ITO 막    착  향상

시킬 수 다. 또한 상  산 에 하여 량 폴리 틸실 산  에 미 가 고 

도   가하여 ITO 막    착  향상시킬 수 다.

상  산 는 2~30  동안  사하는 것  람직하고, 욱 람직하게는 5~20   사하는[0086]
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것  다. 산  시간  2  미만  경우 능 를 과  도 할 수 없고, 산  시간  30  과하

는 경우 재  특  하  수 다. 

상  (f) 단계는 상  산  처리  재  에 상  합 액  하는 단계 고, 상  (g) 단계는 상[0088]

 재를 열처리한 후 냉각하는 단계 다. 

재  에 상  합 액  하고 열처리함 , -  에 하여 ITO 막  다.  [0089]

 1,000~4,000rpm에  10~600  동안 수행  수 , 상  열처리는 100~300℃에  1~30  동안 수행하는

것  람직하다. 

상  산 에 하여 재  에  능 는 ITO  결합  향상시키고, 재  도  [0090]

 가하므 , 재  에 ITO 막  안   수 다.  

 상  열처리  재는 20~50℃에  냉각  수 다. [0091]

본  상  (f) 단계  (g) 단계를 3  상 복할 수 , 람직하게는 3~8  복하는 것  다.[0093]

를 통하여 재  에  ITO 막  , 착   도도를 향상시킬 수 다. 

상  (i) 단계는 상  냉각  재를 열처리하는 단계 , 150~450℃에  1~5시간 동안 열처리할 수 다. [0095]

상  열처리를 통하여 재  에 ITO 막  안   수 다.  [0096]

본    ITO 막  , 착 , 과도  도도가 우수하여 연 , [0098]

연 극, 연 , 연 스플  등에  수 다. 

하 실시 를 통해 본  상  한다. 하  실시 는 본  실시를 하여 시  것[0100]

뿐, 본  내  하  실시 에 하여 한 는 것  아니다.

(실시  1) [0102]

폴리 미드 필름  아 , 아 프 필 알   류수  순차  척하 다. [0103]

Indium nitrate hydrate를 류수에 해시  수 액  하고, tin(Ⅱ) fluoride를 류수에 해시  수[0104]

액  한 후, 상  2가지 수 액  합하여 합 액  하 다. 

상  척  폴리 미드 필름  에 ( : 184.9  253.7, intensity: 28mW/cm
2
)  10  동안 사[0105]

하여 산  처리를 수행하 다.   사는 UV-ozone cleaner(UVO cleaner AH-1700, AHTECH LTS Co.

Ltd.)를 사 하여 상   상압에  수행 었다. 

상  산  처리  폴리 미드 필름  에  상  합 액  한 후,  200℃에  20  동안 열처리한[0106]

다 , 40℃에  냉각시 다. 

상  폴리 미드 필름  에 합 액  하고 열처리한 후 냉각시키는 과  5  복하 다. [0107]

상  냉각  폴리 미드 필름  300℃에  2시간 동안 열처리하여 ITO 막  하 다. [0108]

(실시  2) [0110]

척  폴리 미드 필름  에  1  동안 사하여 산  처리를 수행한 것  하고는 실시  1[0111]

과 동 한  ITO 막  하 다. 

(실시  3) [0113]

척  폴리 미드 필름  에  40  동안 사하여 산  처리를 수행한 것  하고는 실시[0114]

1과 동 한  ITO 막  하 다. 

(실시  4) [0116]

폴리 미드 필름  에 합 액  하고 열처리한 후 냉각시키는 과  2  복한 것  하고는 실[0117]

시  1과 동 한  ITO 막  하 다. 

(실시  5) [0119]

폴리 미드 필름  에 합 액  하고 열처리한 후 냉각시키는 과  10  복한 것  하고는[0120]
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실시  1과 동 한  ITO 막  하 다. 

(실시  6) [0122]

3- 타크릴 시프 필트리 시실란 20 량%  타크릴산 80 량%를 공 합하여 공 합체를 하[0123]

다. 

산  처리  폴리 미드 필름  , 상  공 합체  가  처리한 것  하고는 실시[0124]

1과 동 한  ITO 막  하 다. 

(실시  7) [0126]

산  처리  폴리 미드  필름  에,  폴리 틸실 산  (폴리 틸실 산  수평균 량[0127]

60,000g/mol)  스탬핑 한 후, 산  처리를 가  수행한 것  하고는 실시  1과 동 한 

ITO 막  하 다. 

체 , 폴리 틸실 산 (폴리 틸실 산  수평균 량  60,000g/mol)  스탬핑 하여 상  폴리[0128]

미드 필름  에 량 폴리 틸실 산  한 후, 상  폴리 틸실 산  거하 다.

 스탬핑 시간  30  었다. 

상  량  폴리 틸실 산    폴리 미드  필름  에  ( :  184.9   253.7,[0129]

intensity:  28mW/cm
2
)  10  동안  사하여  산  처리를  수행하여  수  폴리 틸실 산  

하 다.   사는 UV-ozone cleaner(UVO cleaner AH-1700, AHTECH LTS Co. Ltd.)를 사 하여 상

  상압에  수행 었다.

(비  1)[0131]

척  폴리 미드 필름  에  사하지 않  것  하고는 실시  1과 동 한  ITO [0132]

막  하 다. 

(비  2)[0134]

산  처리  폴리 미드 필름  에 합 액  한 후, 200℃에  20  동안 열처리한 다 , 냉각하는[0135]

단계를 수행하지 않  것  하고는 실시  1과 동 한  ITO 막  하 다.

(평가) [0137]

(1) [0138]

실시   비 에   ITO 막  학 미경 미지를 안  하여 탁월, 우수, 보통, 량[0139]

하 다. 

(2) 도도 [0141]

실시   비 에   ITO 막  항도(sheet resistance)를 하 다. [0142]

 1[0144]

실시  비  

1 2 3 4 5 6 7 1 2

탁월 우수 보통 보통 우수 탁월 탁월 량 량

sheet resistance

(kΩ/sq)

35 84 76 1,200 61 31 28 112 109

상   1에  볼 수 는  같 , 본 에 른 실시  1 내지 7    도도가 우수하 , 특[0146]

 실시  1, 6  7    도도가 가  우수하게 나타났다. 

 비  1  2는   도도가 실시 에 비하여 하 었다. [0147]
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